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【はじめに】現代の情報化社会の基礎を支えて
きた集積回路は 1974 年に R.H.Dennard によっ
て提唱されたスケーリング則にしたがって小
型化が進められてきた。これにより素子の低消
費電力化と高性能化[1]が実現されてきたが、
スケーリングも物理的限界に近づいており、Si

よりも優れた物性を持つ二次原材料に注目が
集まっている。その中でもMoS2はバンドギャ
ップをもつ半導体であり、層状の物質であるた
めチャネル膜厚を原子状に薄くすることが可
能であると期待されている[2]。また構造上表
面にダングリングボンドが存在しないため良
好なMOS界面特性が得られると期待されてい
る。しかし、層状材料のMOS界面を定量的に
評価することが難しいことが問題となってい
た。我々は、剥離法により厚膜 MoS2 MOSキ
ャパシタを作製し、ターマン法による MOS 界
面評価を進めている[3]。今回はヒステリシス
の原因となる MoS2 MOS キャパシタ界面に存
在するスロートラップの定量評価を行ったの
で報告する。 

【デバイス構造】MoS2 MOSキャパシタの構造
を Fig.1 に示す。n+-Si または p+-Si 基板を洗浄
後、表面に Al2O3を 10nm堆積させ、PDA (Post 

Deposition Annealing)を行った。その上にスコ
ッチテープにより剥離した 1m 程度の MoS2

を転写した。シャドーマスクを用い半径 100μm

の円形 Au 電極を蒸着したのち、Au 電極から
はみ出たMoS2を ICPドライエッチングにより
素子分離することでMOSキャパシタを作製し
た。 

【評価手法】スロートラップを定量的に評価す
るため、有効スロートラップ密度Nfix と絶縁
膜中有効電界 Eoxの関係を測定した [4]。MoS2 

MOS キャパシタに対しバイアス電圧の範囲を
変えつつ CV 測定を行い、ヒステリシスの大き
さからNfixを算出した。 
【実験結果】評価結果を Fig. 2に示す。Si/Al2O3 

MOS 界面と比較すると、スロートラップは一
桁以上大きいことが分かるが、基板として
n+-Siを用いたものよりp+-Siを用いた素子の方
がスロートラップ量が一桁以上少ないことが
分かった。これにより、MoS2 MOS 界面のスロ
ートラップの低減が可能であることを明らか
にした。 
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Fig. 1 MoS2 MOSキャパシタの構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 MoS2 キャパシタのスロートラップ密度 
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